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１．概要（Summary） 

太陽電池などの少数キャリアデバイスにおいては、シリ

コン（Si）表面における少数キャリアの再結合特性が、そ

のデバイス性能を決める。再結合の抑制のためには、通

常、絶縁膜を用いた Si 表面のパッシベーションを行う。パ

ッシベーション性の評価は、光導電減衰法による少数キャ

リアのライフタイム測定が一般的に行われる。このライフタ

イムは、界面における欠陥の性質や量、および、キャリア

濃度などにより決まるため、Si／パッシベーション膜界面

の欠陥そのものの評価が非常に重要となってくる。界面

欠 陥 評 価 に は 、 容 量‐電 圧 （ capacitance-voltage ；

C-V）測定をはじめとした電気特性評価が非常に有効で

ある。 

本課題では、Si／パッシベーション膜の界面特性評価

のためのテストデバイスグループ作製プロセスの確立を目

的としている。テストデバイスとしては、多様な解析を行え

るようにするため、C-V 測定のためのドット形状の MOS 構

造デバイスだけでなく、トランジスタ構造デバイスも想定し

ている。これらのうち、とくにトランジスタ構造のデバイス作

製においては、ソースやドレイン領域における Ohmic コ

ンタクトを制御性よく作製する必要がある。その具体的な

手法として、比較的簡便で、かつイオン飛程などの制御

性の優れたイオン注入プロセスを中心に検討した。必要と

なる加工は、豊田工業大学、クリーンルーム施設の設備

を利用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン打ち込み装置、シリコン専用の各種熱処理（酸化、

拡散）装置一式、洗浄ドラフト一式 

 

【実験方法】 

基板には p 型、および、n 型 Si (100 )を用いた。これら

を湿式洗浄したのち、イオン注入を行った。トランジスタ構

造のソース・ドレインを想定しているため、基板の型とは逆

の型のドーパントによるコンタクトを作製した。イオン注入

条件を Table 1 に示す。その後、熱処理を行い、電流‐

電圧特性を評価した。 

Table 1 Ion implantation conditions 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電流‐電圧特性を評価したところ、抵抗値の低い線形

特性が得られたので、Ohmic コンタクトが形成したとみな

せる。これにより、今後実施するテストデバイスの作製プロ

セスの条件が整った。 
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使用基板 イオン種 加速電圧 ドース 

n-Si(100) boron 25 kV 1x1015 cm-2

p-Si(100) phosphorus 25 kV 1x1015 cm-2


